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Streszczenie:

Rozprawa dotyczy projektowania mikrofalowych wzmacniaczy mocy z tranzystorami typu
GaN HEMT o minimalnych zmianach transmitancji w zadanym przedziale czasu wzmacniania
sygnatéw o zmiennej obwiedni. Przeprowadzone badania pozwolity na zidentyfikowanie

i opisanie pierwotne]j przyczyny powstawania zmian transmitancji stopni mocy. Jak wykazano
w pracy Zrodtem zmian transmitancji sa wahania czasu transferu tadunku w kanale GaN HEMT
(I teza rozprawy). W rezultacie sformulowano analityczne zaleznosci zmian modutu i fazy
transmitancji wzmacniacza od parametré6w obwodowych i impedancji obciazen tranzystora.
Wyniki tych analiz staty si¢ podstawa opracowania $rodowiska symulacyjnego i nastepnie
metody projektowania mikrofalowych wzmacniaczy mocy zoptymalizowanych dla uzyskania
jak najmniejszych zmian transmitancji bez istotnej redukeji poziomu mocy wyjsciowej i
sprawnosci dodanej. Jadrem metody projektowania jest srodowisko symulacyjne, w ktérym
wykorzystano mozliwosci symulatora obwodow (w pracy ADS Keysight) — gtdwnie technike
Envelope oraz wielkosygnalowe elekiryczno-termiczne modele tranzystoréow GaN HEMT.
Opracowane narzg¢dzie obliczeniowe umozliwia skutecznie i na wysokim poziomie doktadnosci
symulowaé m.in. zmiany transmitancji wzmacniacza jako odpowiedzi na rézne pobudzenia w
funkcji czasu, czgstotliwoscei { parametréw tranzystora — co stanowi dowad 11 tezy pracy. Dla
przejrzystosci rozprawy skupiono sie na sygnalach impulsowych typowych w technice
radarowej.

Przy uzyciu s$rodowiska symulacyjnego pokazano istnienie, potwierdzone
eksperymentami, impedancji obciazenia Z;r tranzystora optymalnej dla minimalnych zmian
transmitancji wzmacniacza — jest to dowdd III tezy rozprawy. W ostatniej czesci rozprawy
zamieszczono podsumowanie i potencjalne kierunki dalszych badan nad rozwojem
mikrofalowych wzmacniaczy mocy dla systeméw radarowych i radiowych sieci nowej

generacji.
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